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(57) Abstract: In order to carry out simple, low-cost, uniform treatment of substrates, a device is provided for the processing of 
QfQ disk-shaped substrates, especially semiconductor wafers, comprising a substantially flat carrier ring, which can be rotated on a plane 
1/^ about an axis of rotation by means of a rotation device, and at least three support elements extending from the plane of the carrier 
^5 ring, fonning a multi-point support for the support at a distance from the plane of the carrier ring. The invention also relates to a 
^rj device and a method for the treatment of disk-shaped substrates, especially semiconductor wafers, wherein the substrates are rotated 
^9 about an axis of rotation which is disposed in a substantially vertical position with respect to the plane of the substrates and whereby 
at least one first group of nozzles are disposed at various distances from the axis of rotation, enabling a first fluid to be applied, said 
nozzles being controlled either individually or in sub-groups, in order to carry out selective treatment of surface areas of the substrate. 

[Fortsetzung auf der n&chsten Seite] 
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(57) Zusamineofassung: Um auf einfache und kostengiinstige Art und Weise eine gleichm^sige Behandlung einzelner Substrate 
zu ermdglichen sieht die Erfindung eine Vorrichtung zum Behandeln von scheibenfdnnigen Substraten, insbesonderc Halbleiterwa- 
fern, mit einem im Wesentlichen ebenen Tragerring vor, der uber eine Drehyorrichtang in dcr Ebene um eine Drehachse drehbar ist 
unci wenigstens drei sich aus der Ebene des Tragerrings heraus erstreckende Auflageelemente tragt, die beabstandet zur Ebene des 
Tragerrings eine Mehrpunktauflage fiir das Substrat bilden. Femer ist eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Behandeln von schei- 
benfbrmigen Substraten, insbesondere Halbleilerwafem, vorgesehen, bei der bzw. bei dem die Substrate um eine im wesentlichen 
senkrecht zur Ebene der Substrate angeordnete Drehachse gedreht werden und iiber wenigstens eine erste Gnippe von Dusen, die 
unterschiedliche Abstande zur E>rehachse aufweisen, ein erstes Fluid aufgebracht wird und die Diisen einzeln oder in Unteignippen 
angesteuert werden, um eine selekdve Behandlung von Oberflachenbereichen des Substrats zu erreichen. 



